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緒言：有機半導体デバイスの特性は、有機半導体薄膜の配向性や結晶性と密接に関係してい

る。そのため、有機半導体デバイスの性能向上のために有機半導体薄膜の結晶構造と物性の関係

を明らかにすることは重要である。これまでに、ベンゾチエノベンゾチオフェン(BTBT)系有機

半導体にフェニル基とアルキル基を非対称に置換した Ph-BTBT-C10は、10 cm2 V–1 s–1を越える

高いホール移動度が報告されている[1]。本研究では分子の非対称性に着目し、クウォーターチオ

フェン(4T)の側鎖に非対称なアルキル鎖を導入した C8-Cn-4Tを合成し、アルキル鎖長を変化さ

せたことによる分子構造の違いが、結晶成長様式や結晶構造、及び物性に及ぼす効果を明らかに

することを目的とした。 

実験：試料として、4Tの片側にオクチル基、他方

に異なる鎖長のアルキル基を導入した C8-Cn-4T (n = 

0, 4, 6, 10, 12, 14, 

16, 18) (Fig.1)を

合成した。C8-

Cn-4T薄膜は真

空蒸着法により

作製し、薄膜の

XRD測定をし

た。また、蒸着

した薄膜を用

い、ボトムゲー

ト-トップコンタ

クト型有機薄膜

トランジスタ(OTFT)を作製した。 

結果：Fig.2に各試料薄膜の 2θ/θスキャンの結果を示す。得られた(001)面の回折ピークから面

間隔 d001を算出した。その結果、アルキル鎖長の増加に比例して面間隔 d001増加した。Fig. 3に

C8-C0-4Tを用いて作製した OTFTの ID-VD特性・ID-VG特性の測定結果を示す。作製した OTFT

すべてにおいて、p型の出力特性および伝達特性が得られた。また、すべての試料において 10-

1~10-2の平均移動度を示し、アルキル鎖長変化による移動度の変化がみられないことを明らかし

た。 
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Fig. 1 Chemical structure of C8-Cn-4T. 

Fig. 3 Device characteristics of  

C8-C0-4T. 
Fig. 2 XRD patterns of C8-Cn-4T. 
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